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Confronto tra le
diverse tipologie
di memorie (Fonte
Nano Research)
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Le Mram spodesteranno le Flash?

ALESSANDRO FERRARI

Tra tutte le possibili tipologie di
memorie non volatili, I'alternativa
pit convincente alle tradizionali
memorie Flash, sembra essere
sempre pit quella delle Mram: me-
morie ad accesso casuale magneto
resistive. Le Mram combinano la
velocita delle Sram con la non vo-
latilita delle Flash, sono memorie
dai consumi molto bassi e presen-
tano una capacita e densita compa-
rabile alle Dram. Tutti questi fatto-
ri fanno si che si possano definire
memorie per utilizzi di tipo uni-
versale. I principali sostenitori del-
le Mram, Infineon e Freescale, af-
fermano che queste memorie pos-
siedono tutto il potenziale per so-
stituire in futuro, non solo le Flash
ma anche le memorie Dram e
Sram. Il principio di funzionamen-
to delle Mram & basato sulla me-
morizzazione dei dati con elementi
magnetici installati su un substra-
to di silicio. Il principale punto di
forza delle memorie Mram & rap-
presentato dalla pressoché infinita
quantita dei cicli di scrittura, al
contrario delle Flash che si ferma-
no tra i centomila e il milione di
cicli. Altra caratteristica molto im-
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portante che caratterizza le Mram
¢ la velocita di accesso e scrittura
incredibilmente alta: il tempo ne-
cessario alla scrittura dei dati nel
chip Mram ¢ circa un milione di
volte inferiore al tempo necessario
per scrivere su memorie Flash. Il
tempo richiesto per leggere il pri-
mo bit di informazione nelle me-
morie Mram, invece, ¢ inferiore di
tre volte rispetto a un chip Nor
Flash e di mille volte rispetto un
chip Nand Flash. Nonostante in
produzione ci siano gia diversi mo-
delli di memoria Mram e Freescale
abbia gia sviluppato modelli di chip
da 4 Mbit, la strada verso la com-
pleta affermazione delle Mram sul
mercato € ancora in salita. Alcuni
dei dubbi sollevati sulle loro reali
possibilita di sostituire le Flash, ri-
guardano le dimensioni delle celle,
che secondo molti non potranno

Le premesse per un utilizzo in grandi volumi delle memorie magnetoresistive ci sono
tutte, al momento pero, consumi di potenza elevati e difficolta di integrazione nei
processi standard Cmos, rappresentano degli ostacoli non del tutto risolti
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Confronto tra mercato
delle memorie non
volativi con il totale

4 Bellions

delle memorie
(Fonte Bcc Research)

Y EEREE

mai raggiungere i valori delle celle
di Flash. Secondo Infineon pero la
differenza tra le due tipologie di
memorie non € poi cosi grande: le
dimensioni delle celle di una me-
moria Flash sono attualmente di
0,1 pm?2, mentre un chip Mram da
16 Mbit puo raggiungere dimen-
sioni di soli 1,42 pm2. Laltro aspet-
to su cui permangono forti per-
plessita riguardano i costi di pro-
duzione delle Mram, attualmente
superiori a quelli raggiunti per la
produzione delle Flash. In Freesca-
le, comunque, sono convinti che lo
sviluppo di memorie Mram abbia
una curva di migliora-
mento ancora pitl ripida
di quella delle Flash.
Non sembrano infatti
esserci motivi di credere
che le Mram saranno
pili costose da produrre,
nei prossimi anni, ri-
spetto alle Flash. Al mo-
mento il gap da colmare sulle
Flash ¢ di pochi anni, dopo le
Mram potranno competere alla pa-
ri in termini di densita e di prezzi.
Bisogna pero dire che, con il passa-
re del tempo, anche le Flash an-
dranno incontro a ulteriori miglio-
ramenti, ¢ difficile quindi dire con
precisione quando le due tecnolo-
gie potranno competere alla pari.
Nonostante questo sia Freescale sia
Infineon credono fortemente nelle
Mram e nelle sue possibilita di po-
ter sostituire le Flash e persino le
Dram/Sram in futuro.

QUALE MERCATO

PER LE MRAM?

Un recente report di NanoMarkets
afferma che il mercato delle Mram,
dopo aver raggiunto quota 2,1 mi-
liardi di dollari nel 2008, dovrebbe
raggiungere quota 16,1 miliardi di

dollari nel 2012.
Molto probabil-
mente il fatturato
che si raggiunge-
ra entro il 2012
sara piu basso a
causa del rallen-
tamento dell’economia mondiale
ma un dato e certo: l'utilizzo delle
memorie Mram vedra un deciso
aumento nei prossimi anni. I tele-
foni cellulari, i Pda e i notebook so-
no le applicazioni i cui saranno
maggiormente utilizzate le memo-
rie Mram, a scapito delle Flash e
delle Dram. I motivi che spinge-
ranno verso un maggior utilizzo di
queste memorie sono i vantaggi
economici e di spazio che ne deri-
vano, importanti pero anche i van-
taggi dovuti alle loro prestazioni.
Laccensione di un notebook, equi-
paggiato con Mram, sara molto piu
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Attuale mercato
delle Nand a cui le
Mram potrebbero
accedere (Fonte
Nano Research)
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veloce, rendendo questa operazio-
ne possibile anche in situazioni in
cui si hanno a disposizione pochi
minuti: un esempio puo essere la
necessita di collegarsi alla posta
elettronica in un aeroporto tra un
volo e il successivo. Le Mram quin-
di rappresentano un’alternativa piu
veloce ed economica delle Eeprom
o0 delle Sram, che richiedono delle
batterie di alimentazione. Anche
nel settore dell’automazione le me-
morie Mram rappresentano una
valida soluzione alle Ram e alle
Flash Prom, utilizzate a supporto
dei microcontrollori che gestisco-
no le operazioni di controllo. In

questo caso, il vantaggio economi-
co ¢ dovuto al fatto che un solo
chip di Mram andrebbe a sostituire
due chip: la Ram e la Flash. Un al-
tro settore molto appetibile per
I'utilizzo delle memorie Mram &
quello relativo all’Rfid, per rendere
competitiva questa tecnologia i tag
devono essere molto economici e,
quindi utilizzare memorie non vo-
latili a basso costo. Per questo mo-
tivo le Mram sono indicate come
una soluzione molto interessante.
Infine il settore militare fornisce
un altro bacino di utenza per que-
ste memorie, grazie alla loro resi-
stenza alle radiazioni sono partico-
larmente adatte per essere utilizza-
te sui missili o su tutte le apparec-
chiature che devono operare in un
ambiente contaminato. Le prospet-
tive e le potenzialita per il futuro
delle Mram sono sicuramente buo-
ne a patto che si riescano a risolve-
re alcuni problemi che hanno fino
ad ora hanno impedito la loro dif-
fusione di massa. Bisogna infatti ri-
cordare che, dal punto di vista tec-
nologico, queste memorie sono
disponibili gia da diversi anni ma il
loro utilizzo per applicazioni con-
sumer ¢ stato, fino ad ora, limitato
a causa dell’elevato costo per bit e
della difficolta di integrazione al-
I’interno dei processi standard
Cmos. Laltro aspetto che ha pena-
lizzato il loro utilizzo riguarda i
consumi richiesti per la polarizza-
zione magnetica delle celle.
Lelevato consumo pregiudica in-
fatti il loro utilizzo in tutte le ap-
plicazioni alimentate a batteria.

A fronte di questi ostacoli bisogna
pero sottolineare gli interessanti
passi avanti che la ricerca sta fa-
cendo: sono infatti in avanzato sta-
to di sviluppo delle memorie Mram
magnetotermiche, con le quali si e
ottenuto un notevole risparmio dei
consumi durante la fase di scrittu-
ra e lettura dei dati. Anche per
quanto riguarda I'integrazione del-
le memorie Mram in un processo
standard Cmos si stanno imple-
mentando soluzioni che minimiz-
zano i problemi di compatibilita.
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